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grande stabilité de ces composants. Il est en outre 60  (1):
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bonne reproductibilité, la capacité électrique du a) une premiére phase de dépdt d'une couche
composant a celle de ia cellule associée. Or, Jes ma- d'un matériau semiconducteur amorphe dopé n* ;
tériaux courammenit utilisés, tels que des aggiomé- b) une deuxiéme phase de dépdt d'une couche
rats de poudre d'oxyde de zinc, contenant des parti- 65 d'un matériau semiconducteur amorphe non dopé ;
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semlconducteur amorphe non dopé superposées . ainsi une structure télle que représentée en figure

o sur lesquelles sont déposées sur lesquelles ont dé- 45 5. -

. posées un premier élément métallique connecté au Au cours d'une cinquiéme phase, on effectue un
conducteur de commande, un deuxiéme élément mé- dépdt d'une couche d'une résine photosensible né-
talhque connecté a la premiére électrode E1, un troi- gative 5 telle qu'une. couche de polyimide photosen-
siéme élément métallique connecté 2 la deux:eme sible ayant la propriété de pouvoir se dissoudre,
électrode E2. 50  sur les zones non isolées, au développement aprés

Les différents objets et caractéristiques de [in- - insolation.
vention seront détaillés dans la description qui va Au cours d'une sixiéme phase, on insole, a I'aide
suivre faite a titre d’exemple en se reportant aux fi- d'une source lumineuse non représentée, la couche
gures annexées qui représentent : : de résine 5, & travers le substrat 1 comme indiqué :
' ' . 55  par les fleches representees sur la flgure 6. Le mé-.
- les figures 1 & 9, un exemple de réalisation du ) tal de la couche 4 fait écran pour la résine située .
procédé de l'invention ; . . .surla couche métallique 4 et joue le rdle de’ masque
- la figure 10, une vue en perspectwe d'un élé- de photogravure Cette résine n'est donc pas inso-
ment de commande réalisé par le procédé selon I'in- . lée e, apres developpement elle est dissoute. On
vention ; 60  obtient ainsi une piéce telle que représentée en figu-
- la figure 11, une vue générale d'une matrice de re7.
commande réalisée selon {'invention ; ' Au cours d'une septiéme phase, on procéde au
- fa figure 12, une vue en coupe de la matrice de recuit de la couche d'isolant pour fa solidifier. La
cammande de fa figure 11. . température de recuit dépend de {a nature exacte de

65 [lisolant, ce qui est connu dans ia technique.
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Selon une variante du procédé de I'invention les ques de I'élément de commande.
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Sur la figure 12, on a represente une cellule a délimiter des électrodes (E) de I'écran de visuali-

cristal liquide comportant deux lames paralléles L1 et 50 sation et des conducteurs de commande (C) tels

L2 enserrant un cristal fiquide LC. La lame L1 porte ‘que les électrodes sont couplées aux conduc-

1 des électrodes E3. La lame L2 porte un conducteur : teurs de commande par les éléments de comman-
C couplé & deux électrodes E1 et E2 par un élément de ainsi réalisés, et d'autre part.'de la couche de

- constitué de deux diodes montées en série et en op- matériau métaliique (4) de fagon a constituer sur
= position entre les couches métalliques 41 et 44. 55 chaque élément de commande, deux grilles métalli- -

Selon une variante du procédé de linvention les ques de I'élément de commande.

. troisiéme et quatriéme phases, permettant de réali- o 2. Procédé, de réalisation selon la revendication
: ser des structures mésas dans les. couches 2, 3 et - -. .1, danslequelladeuxiéme lame (1) au moins esttrans-
1. _ 4, peuvent étre exécutée différemment. En effet, parente, caractérisé en ce que la couche de maté-
; elles peuvent étre remplacées par la succession 60  riau isolant (5) est une résine négative et que la sep-

d'opérations suivantes : résinage, masquage, dépot tiéme phase d'usinage de cette couche de matériau
métaliique et enlévement du métal par enlévement de isolant consiste principalement en une isolation par
la résine. Cette fagon de procéder permet d'utiliser . un faisceau lumineux dirigé a travers ladite deuxié-
- des métaux dont la gravure directe est difficile, le : me lame (1) de telle fagon que le matériau isolant se

métal, aprés gravure, jouant alors le role de masque 65  trouvant a la surface de la couche (4) de matériau

D Y YO
* c L M s *




7 coupli.ng each electrode E wth a control conductor C to be produced col -
| gctively on a plate of substrate. In Figure 11, a control conductor C
~enables two el ectrodes E1 and<E2 to bE §%ér84%$d by a control elenment
whose structure has ‘beed split in re- P A the structur® in Figure 10.
The electrode E1 is coupled with the conductor C by two di odes nounted in

series:and in opposition between the netallic | ay ers 41 and 42 . The

el ectrodemgzlhqu “?:?ﬂ} Pwl@qthuet ul ce Mgty or C b>layer ueflwreat%r rSP &l manger
“the preceffiiff bRE U & 350K ?)F%%}‘?E'%‘ a |i qui, %; ew' égggu and
paral | el plaamaédblsenamk tevenBiBfib® 3] Eflacridd qUi d CrapSécapled-wi gropP ledtd by the

carries ebrestapeld e@IéE@ (5) demheatmoqs ee 2ixi¢ar r§ es aorwglra@mentsrand:ow e pthemm thia layer

el ect B phasepsst y lamt igg ¥8 econstit § ‘ﬂa“lﬁ
SR e L i °a“?"§3€‘b53@" hrn g
to a vari sfbueé medag pamitipe pasenibttge.t 0 t he | neeTHein@mpd bfh&nhfmtwrdagmnémﬂa,,h
phases mheﬂeﬁvmﬂ@a!e glsmausaclm@@trmpmumpm-ed 1Pn 1.hwderein Té'e?rsscozd sipetfidat dea; @ar-

t t Ig
per f or medPYfREs BETIRY st ur E o%‘i, §'p| aced ’ﬁrgf*’s '? SRIicLe ven
oper at i onghaqﬁeélﬁ etaft leut TR iheraye?-'Efi ud&@é{ﬁ ateH

t he .nmet al alay ler remsaaleleaifooﬁnhﬁe B’GISd'thes et idrsu s pr Oeonﬂ&d ufnepal rommahuligesma;sm § a ngm

nmet al s wheppguctpuisge sormao#ﬁ hg ele@rod,Ian(Ei SERE , 10 t ?Pat“m!eqtﬂétt@{PUQh Afet [aid secant S'Migt (1) m

o e R B L T M .ﬁfc‘fﬂ%zd 2

phase, andesn@rendinitions msaub aétl mpm'e bhaal.ln such wasshify éDtheddyerSi mleailng matenal3 i s
: o%pos it ed deux dio#psren iséyl 'e@a@mopmsﬁiom pRepattant ¢k pieAse, 3a'ﬂ’e aethada 7§L‘; g i %2 "f:{gﬁ
e

of \the Rl &g:ﬂié‘" ﬁ? Pfe%‘r:j:g%ﬁnvel r}g
term nol ogah dop SN natalh enel(m)s shiNg At gidliR hapdmmtm e se phase

mesa strueé ene qneﬂ: haquel élemmtl de commagreie pernbtat  t hethisetatenal iscoovedi too trlehﬂdes of the

i nvent i on®¢ FoLB °°ﬁ‘i’H° Y at? onBes rep e an, pise

oot 51 o2 L By T e (RSP UL ey o
r edundant ds Eérﬁ!@hm& iith hé Rondbbé (3} Wipafpof OF a wg bhl@bun’oﬁbtlaf‘naiehﬂ dagip eheet being pro-
descri bedsées SFE'P%!;?(‘% sqnbdémym gg p@mleaal& 123 videg OQ":LWERGH gontact mtﬂhm!ecfr@g:lsctrr%
producti o ng Pﬂdeﬁ( ﬁ“ ?:Egrﬁmalh S f Br %ﬁ ﬁﬁ%;%ﬁqﬁ%ﬁwrgtgr?m%dcwrs
screen COHPcﬁé 'laf'kgerﬁ\&e% ek @irou erial eﬁg upfed withEachtbth-
second pl @kment eempdue $44ficpnidas a)dehﬂma*n@cs ucceser byenoplieeac sonpé r dicatente (hrodiiced hethe
second pl &pe(EA): a) a first phase of depoagl tmeﬁh%dcaﬁ claimedi Ww claimsr i ‘b
[err] dopegl m'- conducting material (2); b)

of a layer orﬁ an anor phous non-doped seni- co Wm énaionf , a ?;JE’FOEQ
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non- mas ked1)i ayers so as (2) and of non-doped amorphous semiconductor (3)
W (a) a first phase of deposition of a layer (2) of an " which are superposed and on which there are dis-
: amorphous n* doped semiconductor material; 45 posed a first metallic element (41) connected with
(b) a second phase of deposition of a layer (3) of the control conductor (C), a second metallic element
an non-doped amorphous semiconductor materi- (42) connected with the first electrode (E1) and a
al; and third metallic element (44) connected to the second
(c) a third phase of deposition of a layer (4) of a electrode (E2), '
metallic material; 50 _
characterized in that it comprises, after these phas- Patentanspriiche
es, the following successive further phases:
(d) a fourth phase of masking the control ele- 1. Verfahren zur Verwirklichung von nichtlinea-
ments to be produced; : ren. Steuerelementen fir einen elektrooptischen
(e) a fifth phase of eiching the three preceding 55  Bildschirm, mit einem zwischen einem ersten Platt-
unmasked layers in such a manner as to produce : . chen und einem zweiten Platichen angeordneten
_miesa structures; . - ’ ‘elektrooptischen Material, enthaltend die folgen-
(f) a-sixth phase of deposmon of a Iayer of an in- den, auf dem zweiten Plattchen (1) verwirklichten
sulating material (5); . aufemanderfolgenden Phasen:
(g) a seventh phase of eiching the parts of the 60 a) eine erste Phase des Nlederschlags einer
layer on insuiating material located on the sur- Schicht (2) aus einem n*-dotierten, amorphen '
face of the layer (4) of metallic material; Halbleitermaterial;
(h) an eighth phase of deposition of a layer (7) of "b) eine zweite Phase des Nlederschlaas einer
" a conductive material; and _ Schicht (3) aus einem nicht dotierten, amorphen
(i) a ninth phase of etching on the one hand the 65 Halbleitermaterial; :
/
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3 spl ay scree 9’8‘?2 |"§tE Gﬁ‘(ﬂ?ﬂ parallel plates (L1, L2)
#hcl osi ng an sf,"féa‘ﬁ'b pI ate being provided on its face
contact w ta Q&rr&patsl |||s£mﬁ1€Mdtea v th el ectrodes and control

nductors thd(ﬁl mswwssen(aéummne B2weided t he control conductors (C) of

@he second pl ' “6’6 "ﬁ“‘iﬂne anot her by nonlinear control

@l ements progde ?ﬁ"ehﬁst hg (1 i‘]ret hod in Clains 1 to 3, and each
bnpr i si ng tmn@ll rapleaadurah sgdkérme.@. 5 |daaoaiposad lon itself conprising a | ayer

am)rphousS dgerMatmatdﬁchlm)Ne , a layer of anorphous non-doped

& conduct og ;E 'erfﬁ"ﬁr,é Efﬁqgg’biﬁ characterized in that each
| §ne|r

Pntrol ele By eYaTSTS ,gel BindzQdd one control conductor (C) wth
g st and sedatsrnﬂ/etd Riatichanci@ s geidnfiten Eijistrialis beao ssiper i nposed | ayers of

gor phous [e‘F deypb ddade \ﬁ e“(ﬂ anor phous non- doped -

£ i conducto (4)9 s@%g ﬁj‘f Q‘Eﬂ{} el ement (41) con- nected with
#e contr ol n OMatér ,du,ah Séﬂ{;qm (i C elenment (42) con- nected with
e first el ecmohod$ (ideliergndena ridataialt Iabgeobnrmehal e c el ement (44) connected with

e second e]”%b t\[er?agtren( gEen'}aB aA’ngpn?cg p’P éadurcc:lx ge-

kennzeichnet, daf} das im Verlauf der sechsten

Phase niedergeschiagene Material (5) ein anorgani-
_ ~ . sches lIsoliermaterial ist und daB im. Verlauf der 45
4 siebten Phase mit einem Abheben dieses Materials

. ausgenommen_an den Seiten” der Mesastrukturen
mittels eines Eingriffs mit anisotropen Plasma vor-
angeschritten wird.

4, Elektrooptnscher Flachbildschirm mit einem er- 50
sten und einem dazu parallelen zweiten Plattchen -
{L1, L2), die ein elekirooptisches Material einschlie- -
Ben, wobei jedes Platichen auf seiner mit dem elek-
trooptischen Material in Kontakt befindlichen Seite :

-3 - . mit Elektroden und Steuerleitungen versehen ist, 55
: wobei die Elektroden (E1 und E2) und die Steuerlei-
. .. tungen (C) des zweiten Piatichens durch die nicht-
- linearen Steuerelementé: miteinander gekoppeit
_ "8ind, die gemaB dem Verfahren der Anspriiche 1 bis. )

-3 verwirklicht sind und jeweils zwei in Reihe geschal- . 60

tete und einander gegeniiberliegende Dioden enthal-

ten, die ihrerseits eine Schicht (2) eines amorphen,

n+-dotierten Halbleiters, eine Schicht (3) eines
. : amorphen, nichtdotierten Halbleiters und eine metal-
D lische Schicht (4) enthalten, dadurch gekennzeich- 65
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